
FAKPSalektronik 

Fototransistor FA 
SP212 

SP 212 ist ein Si-npn-Planar-Fototransistor Die spektrale Empfindlichkeit des SP 212 ist 

in Allplast-Linsen-Verkappung. dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IRED an- 

Durch seine günstige äußere Gestaltung ist gepaßt. 

der Aufbau von Fototransistorzeilen möglich, 

Kenngrößen bei d = 25 °C 

Kollektorstrom 

bei E, = 0 
U =25V 

Kollektorstrom 

dei B, = 1000 1x7) 0,4 10 - E 
U =5V Auf Wunsch wird nach 

Vereinbarung mit dem 
Hersteller in Kollek- 
torstromklassen ge- 
liefert. 

Kollektor-Emitter- 

Sättigungsspannung 

bei E, = 1000 1x 0,2 

IcEg = 0,25 mA 

Wellenlänge der max. 

spektralen Empfind- 

lichkeit 

Spektraler Empfind- 

1lichkeitsbereich 

Schaltzeiten 

bei Ig = 800 A 

'UB = 35 V 

Rı= 148 

Kapazität Kollektor- 

Emitter 

bei f = 1 MHz 
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° 



Grenzwerte bdei 4, = 25 °C 

Kollektor-Emitter- 

Spannung UoRo - - 

Kollektor-Emitter- 

Spitzenspannung Um - - 

Emitter-Kollektor- 

Spannung “EC - “ 

Emitter-Kollektor- 

Spitzenspannung UrcM * e 

Gesamtverlustleistung Ptot - - 

Wärmswid.erstand2) Rın 0,65 - 

Betriebstemperatur- 

bereich % von -40 bis 

Lagerungstenmperatur- 

bereich a‘stg von -50 bis 

Sperrschichttemperatur aa 

Lötbedingungen 

Löttenperatur 240 °C die 260 °C } 

Lötzeit 2,5s<t,s48 ä 

Lötabstand 2 mm vom Gehäuse ) 
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Schwall- und 

Tauchlötung 

1) Einstellwert Ev = 1000 1x mit einer Wolframfadenlampe bei einer 

Farbtemperatur von 2856 K (Normlichtart A) in Richtung der 

geometrischen Achse. 

2) Wärmewiderstand: Sperrschicht-Lötspieß 
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HAL — Hollektor 

Abmessungen in mm 

@ : 100° 
Masse: 0,03 g 

Standard: TGL 42 048 
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: Relative spektrale Empfindlichkeit 

Spey = 10 rel 
X w 
w /%C 

Verlustleistung Pr =f [4 -aa) 
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LYZ Kollektor-Emitter-Kapazität 

C CcE gn a F ( 
Anstiegazeit t„=r (R.L) CE (5V) a 

Abfallzeit t,= f (RL) 
Speicherzeit t.,=f (RL) 

Änderungen vorbehalten! 
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